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A arquitetura de um computador consiste de 4 partes

principais:
2.

1. CPU (Unidade central de

processamento)

- ULA (unidade logica e

aritmetica

- Unidade de controle

- Registradores

3.

Memoaria
Dispositivo de conexao
(barramentos)

dispositivos de
entrada/saida.

Memoria

1

CP

$:

Dispositivos
de E/S

1

Barramentos



BARRAMENTO

Memoéria Meméria
Processador cache principal E/S E/S E/S

g | | |

Ly Barramento (BUS)

Fios
Detalhe barramento > individuais

E necessario o compartilhamento de fios, ou seja, saidas de
diversas portas logicas devem ser interconectadas para permitir o
trafego de informacoes




« Sao 3 Barramentos:

BARRAMENTO

« Barramento de Dados
« Barramento de Endereco
« Barramento de Controle

CPU

Memoria

Memaria

Linhas de controle

Linhas de endereqo

|

Linhas de dados

Barramento



Funcionamento de uma
porta logica



Diodo de juncao

+ o+

Ancde

Cathode

Diode (P-N Junction)



Diodo como chave eletronica

Estado Polarizacdo | Circuito equivalente

Conducido JDIL o——o—8—o0
- - % f
Bloqueio 4D|7 O




Diodo como chave eletronica

AN
< P

a) Chave aberta b) Chave fechada



Transistor de Jungao Bipolar (BJT)
Chave eletronica

PNP

Collector

Base

Emitter
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Collector

Base

Emitter

NPN
Base
Collector
Base
Emitter



Transistor de Juncao Bipolar (NPN)
Chave eletronica

+Vee

:

O
oV 4E)ESLIG. = %}

+Vee

:

Sem tensao/corrente na Base
Chave aberta

Com tensao/corrente na Base

Chave fechada



Porta Inversora TTL (Transistor BJT)

Entrada

+VCC
R, R,
4 kQ 1,6 k()
.
0, 02
KQa
R,
1,0 kQ)

Totem-Pole

R3

130 Q)
Ianl

p
— Saida




Porta Inversora TTL: Entrada O

+5V

/ O

éﬁ' 1 R, é R

0,7V
® LIG.
>
BAIXO TN Ie=0
.
OV) l 0, DESLIG. ALTO
L
A D, ov

DESLIG.




Porta Inversora TTL: Entrada |

2 2

2,1V =07V
Polarizacio — L4
reversa
J \ ()

ALTO — ¢ # \ 11G
0 1.4V '

A D, —

0,7V

R,




Porta NAND TTL (Transistor BJT)

VCC= +5V

Entradas

Multiplos
emissores

Saida

Totem-Pole




Porta NAND TTL — Saida O
“a 18 louc

Entradas
B (e

Saida

Multiplos
emissores R,




Porta NAND TTL — Saida |

VCC= +5V

Entradas
B (e

Multiplos
emissores R,

Saida

0 0 I
0

I 0 I




MOSFET

(Metal-Oxido Semicondutor - Field Effect Transistor)
Chave Eletronica

* N-MOS ou P-MOS

Dreno (D) Dreno
— —
|+ =
Porta —® Porta (S
Q)
Fonte (§) Fonte

Canal n Canal p



Transistor N-MQOS
Chave eletronica

+5V +5V

D

: % %
J le— LIG.= DESLIG. =
+5V —& i
G

LIG. DESLIG.

Com tensao/corrente na Porta Sem tensao/corrente na Porta
Chave fechada Chave aberta



Transistor P-MQOS
Chave eletronica

+5V +5V +5V +5V
: S e S %
= LIG. = = DESLIG. =
ov — +5V —
G G
D D
= LG - = DESLIG. —
Sem tensao/corrente na Porta Com tensao/corrente na Porta

Chave fechada Chave aberta



CMOS (MOS Complementar)

« CMOS: Complementar (P-MOS e N-MOS ligados juntos)
« Igual ao Totem-Pole do TTL

+Vpp

Porta (G) J Fonte (5)
|_

Dreno (D)
Entrada ——® ® Saida

Dreno (D)
|—
‘ ]

Fonte (S)

Porta (G)




Porta Inversora CMOS

+Vop +Vbp
DESLIG. LIG
Fo L
ALTO —o ¢— BAIXO BAIXO —» ¢— ALTO

— O, — O
\ 1]_,1[3. \ 1DESLIG.



Entrada A

Entrada B

Porta NAND CMOS

+Vbp

=

ffj
]

B | Q

==fia =Bl ol
=s il o= ol o
AN wvw

C = corte (desligado)
S = saturagdo (ligado)
H=ALTO

L = BAIXO

Q2

Awv A v

Q3

C
C
S
S

Q4

C
S
C
S

Saida

X

i ae e fias



Porta inversora
CMOS XTTL

+ VDD
o
Ports (G) Fonte (S)
ﬂ :j o,
'_
Dreno (D)
Entrada ————» L Saida +ec
Dreno (D)
'—
: 4 kQ ,
Porta (G) Fonte (S)
Entrada * 0 ng
Lo, 0,
Ry
1,0kQ




CMOS XTTL

 Circuito integrado CMOS € mais simples e mais
barato do que o TTL;

« Nao necessita resistores: menor dissipacao e
poténcia e maior integracao no CI;

 Tecnologia de CIs mais utilizada atualmente,
principalmente em circuitos de integracao em larga
escala (LSI, VLSI e ULSI).



Funcionamento de uma porta logica

+Vee Porta de carga
BAIXO e— *—
Von Fornecimento de corrente
1 ®, ® ® 2

A porta de acionamento fornece corrente

BAIXO @ iy para a porta de carga no estado ALTO.

Porta de acionamento

Porta de acionamento +Vee

ALTO &— -
VoL Absorcao de corrente

1 I 2
bt hd A porta de acionamento recebe (absorve)
ALTO @&— I corrente da porta de carga no estado BAIXO.

Porta de carga



Ligaciao de saidas de Portas logicas

Necessidade de compartilhamento de duto (fio)

Uma saida em alto e outra em baixo conectadas juntas
=» PROBLEMA

+5Y +5V

Restante
do
circuito

7400 Restante
do

circuito

400
Causa um curto-circuito na fonte!

A corrente 7 é muito alta e danifica os
transistores Q1A e Q2B!



Conflito no Barramento

Entrada Safda
f 5V V]][lll.‘lh:li" ( 3y lIIlIr{II][Iu:la'u:-c'-
Mivel loeico 1
) Nivel logico 1 Vou g
Vg (ALTO) (ALTO)
24V Vouimin)
W2V Vitiimin)
Nio permitido Nio permitido
i Y _E_]_ Ii".IJ].Iu'la'::'-
Nivel légico 0 ; :
Vi 4 Nivel logico 0 _
al (BAIXO) | Vo 1 %4V | Nganoy | Vorme
- 0w |il'J].Iu.'li:u'l - (IR vl::l].mu:ul



Conflito no Barramento

Vpp
Entrada A
| | | | E |
I | E
B
Entrada B | | |
0 —
| | | | |
| | | | |
o | | |
Barramento V bp
comum 0 //
V bp
2

Que nivel logico e esse!



Ligacao de saidas de Portas logicas

SOLUCAO # remover o transistor ativo dos circuitos de
saida (Q1A e Q1B) » saida em coletor aberto (TTL) ou
dreno aberto (CMOS)

B_ I
3
2
A
7400
._
c_1
SE

7400



CIRCUITOS DE SAIDA EM COLETOR QU
DRENO ABERTO

Resistor de pull up Se Q conduz (“ligado”)

\E »S=0
Rp

Se Q cortado (“aberto”)

— SAIDA »S=1
N\ Q
- sem R, » V, seria
= Com saida em 0 (baixo) » Q %Ziﬁ/iﬁé/}ada
conduzindo

= Com saida em 1 (alto) » Q
cortado » CIRCUITO ABERTO »
necessidade de R,




Porta TTL em Coletor Aberto

O +Ve

°
©

Entrada )
Saida

O +Vee

R (externo)

Entrada —®— (@,

Saida

AD,




Porta CMOS em Dreno Aberto

Restante
do
circuito
CMOS

(a) Saida desconectada

Restante
do
circuito
CMOS

"

+V
O
2R,

Saida

(b) Com resistor de pull-up



COMPARTILHAMENTO DE DUTO COM PORTAS
EM COLETOR (OU DRENQO) ABERTO

+5V +5V

ALTO

BAIXO DESILIG.
0,
= & —LOW
|
|
|
BAIXO DESLIG.
0,

(a) Quando um ou mais transistores de saida
estiverem ligados, a saida serd nivel BAIXO.

BAIXO

BAIXO DESLIG
0,
= & ——ALTO
|
|
|
BAIXO DESLIG.
0,

(b) Quando todos os transistores de saida
estiverem desligados, a saida serd nivel ALTO.



COMPARTILHAMENTO DE DUTO COM PORTAS
EM COLETOR (OU DRENQO) ABERTO

|

+5V

% 10 k2
.

Y

*,

F Y ;' g Saida=A -B-C

/\ Simboliza a conexao

: C wired-AMND
4
~

74LS05 (coletor aberto)

Forma uma logica AND com fios ( Wired-AND);

Para “desligar” o componente do duto, basta deixa-lo com saida
em nivel ldgico alto;

Mais lento e maior dissipacao de poténcia do que o TTL/CMOS
normal, mas permite compartilhamento das saidas.



Portas Tri-State

Usada também para compartilhamento de duto
Caracteristica » Saida em nivel = Alto

Baixo
Alta impedancia

\rv H \rv

~ ALTO >
ON ] L OFF ou OFF ;] ,
BAIXO | ALTO ALTO BAIXO BAIXO W ~ Hi-Z
— O - O - O
— OFF Nl ol |
L - - - | -
QE=1 OE =1

QE=0
desabilitado

habilitado habilitado



Porta Inversora Tri-state

ALTO BAIXO BAIXO

BAIXO BAIXO
(habilitado) (habilitado)

(a) Habilitado para operacio l6gica normal

don't care

ALTO
(desabilitado)

(b) Alta impedincia



Buffers Tri-state (nao-inversores)

A®

74L5125

m|

X

A
Alta

impedancia

(a)

A

74L5126

X

Alta
impedancia
A



Circuito de uma Porta Inversora
TTL Tri-State

L o O +V
Hab = 0 —» Q2 aberto
1 § R, § R, R; R4

Inversor normal

Entrada — E o

Saida

Habilitacao

Hab =1 — Q2 conduz

Q3, Q4 e Q5 — aberto

[ ] =

Saida: Alta Impedancia




Porta Inversora T TL Tri-State

Hab = 0 — Q2 aberto

!

Inversor normal

Hab =1 — Q2 conduz

Q3, Q4 e Q5 — aberto

!

Saida: Alta Impedancia

+Vee

Ry

Q4
Saida em alta impedancia (Hi-Z)
}_Qﬁ



Portas Logicas Tri-State

Saidas de CIs com 7r-state podem ser conectadas
juntas sem causar problemas a velocidade de
chaveamento e dissipacao de poténcia (mesmas
caracteristicas dos CIs comuns)

Quando varias portas 7r-state sao ligadas juntas,
apenas uma deve ser habilitada por vez.

Pode danificar o dispositivo se essa condicao nao

for respeitadal

IMPORTANTE




- Buffers Tri-state usados para conectar varios sinais a um
barramento comum;
- Condigoes para transmitir o sinal B para o barramento.

74AHC126 74AHC126
A A
Ea
Desabilitado

Ea —
B B ._U_.__

Eg Barramento Habilitado Eg

comum +5V

I
E y Paraoutros  pesabilitado § Peraoutros
c circuitos = circuitos



- Usa-se decodificador para selecao dos buffers;
- Somente um buffer acionado por vez;

74AHC126
A®
Ea
S, Desabilitado L
O — Ag & _L_...........
. 8
1 A, S, ’—| e | i
S: Habilitado l Eg
+5V

01

Para outros
circuitos
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Compartilhamento de barramento de dados

Barramento de dados

® e
' ',
L ¢ 24
¢ & » Microprocessador
. ' s - (CPU)
ispositivo 1 -
contador de 8 bits ¢ »
\%4
o L ]
Dt <]
Dt &
e ©
ne .
> 9 Dispositivo 3
N o5 s 9 ) buffers
74HCA1
CLOCK et EETteD
. - Y
HABILITAGAO 1> OF & T
o2 <]
[ S nd
: - <3 e ]
Dispositivo 2 & 3 1]
decodificador D, :D:E]
teclado de teclado ® R chaves
v al DIP
"'_'; Py OE P
(}:‘ = ¢ < HABILITACAO 3
> .
D L ]
:E - 8
o p i
:> o B * Nota: WV indica
saidas tristate
HABILITACAO 2> 9E



Porta Bidirecional Utilizando Tri-state

data bus, /O bus

Central Processor Unit Memory
(CPL)

address bus

Control Bus -> Escolhe a direcao (Read/Write)
Ler ou Escrever na Memoria



Porta Bidirecional Utilizando Tri-state

7418125
>—
—>—8 *—<a—>—@
A 7418125 =

Direcao —= o D@—T

A logica com o Enable permite escolher a direcao
de fluxo dos dados;

Duto Bidirecional.



Porta Bidirecional

Memoria — Read/Write

Entrada e saida de dados (bidirecional) Entrada de dados (Escrita)

Central Processor Unit
(CPU)

| P

4 Output
N
R/W — o {>< - \

Saida de dados (leitura)

Memory




Alguns circuitos comerciais
Tri-state



FAIRCHILD August 1986

e e Revised March 2000
SEMICONDUCTORTM

DM74LS244
Octal 3-STATE Buffer/Line Driver/Line Receiver

Connection Diagram Function Table
Vce 2G 1Y1 2A4 1Y2 2A3 1Y3 2A2 1Y4 2A1 Inputs Output
|20 [19 16 |15 [1a |13 |12 |41 —
G A Y
Vg Vog 7 oy L L L
EDJV anan o]
H X Z
/ / / / L = LOW Logic Level
H = HIGH Logic Level

_ X = Either LOW or HIGH Logic Level
Z = High Impedance
yog 7 yag
8

1 |2 |3 5 |e |7 ]10
1G  1A1 2Y4 1A2 2Y3 1A3 2Y2 1A4 2Y1 GND




.
FAIRCHILD August 1986

e Revised March 2000
SEMICONDUCTORT™™

DM74LS245
3-STATE Octal Bus Transceiver

Connection Diagram Function Table
ENABLE Enable Direction Operation
Vee G B1 B2 B3 B4 BS B6 B? B8 6 Control
|20 19 18 |17 |16 I1S-E!14-E! 13’-ﬂ112 -3[11 DIR
L L B Data to A Bus
L H A Data to B Bus

L = LOW Level

Fl? Y 1Y 7 517 177 57 Fﬁ? H = HIGH :evel > Isolation
%’\ %\ 7\ %\ X = Irrelevant

|1 |2 |3 4 Is Is |7 |a 9 |1o
DIR A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 AB GND
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